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Fulcher-帯発光

(Te ~ 10.6 eV, ne ~ 6.1 x 1010 cm-3のプラズマを計測)

実験値

計算値

放電中の分子密度 (nH2) および基底状態の水素原子密度 (nH) を同時に得られる手法を確立した

➢放電中のnH2は放電前に比べて1/10以下

➢nHを得ることに成功

✓輝線による差は輻射捕獲が

影響している可能性

✓輻射捕獲の影響が小さいH[2]では

nH/nH2 ~ 0.11

①放電中の

nH2を決定

本研究の成果

分子線絶対測光

原子線絶対測光

②nHを決定
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水素分子・原子線の絶対測光と

衝突・輻射解析[1]を組み合わせて

nH2およびnHを評価

衝突・輻射

解析[1]

輝線 nH [cm-3]

H 2.4 x 1012

H 1.9 x 1012

H 9.1 x 1011

[2] K Behringer and U Fantz, New J. Phys. 2 (2000) 23.

nH2の評価手法 nH2 [cm-3]

放電前の圧力から算出 1.9 x 1014

Fulcher-帯発光から評価 8.0 x 1012
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